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電荷流とスピン流の相互変換はスピントロニクスにおいて重要な技術である。その効率は、ス

ピンホール効果によって見積もられ、物質固有のスピン軌道相互作用や界面での結晶反転対称性

の破れに由来する。これまで、スピンホール効果は電流に比例するものと考えられてきたが、近

年中心対称性のない物質において電流の２次以上の非線形項の重要性が明らかになり、トポロジ

カル絶縁体 Bi2Te3やワイル半金属WTe2において観測された [1]。 

本研究では、バルクでは中心対称性のあるペロブスカイト型酸化物 SrIrO3の薄膜において、非

線形の電流-スピン変換を観測した。SrIrO3 薄膜はパルスレーザー堆積法を用いて LSAT(001)、

GdScO3(110)、NdGaO3(110)基板上に作製した。電気測定のため、フォトリソグラフィによって図

1(a)に示すホールバーを作製した。スピンホール効果の電流に対する２次成分は、ホール測定の配

置において、ロックインアンプによる２次高調成分(Vyx
2ω)の面内磁場(H)の角度依存性(φ)を測定す

ることで評価した。測定はすべて室温で行った。 

図 1(b)に示すように、２次高調成分は cosφ依存性を示し、その振幅 ΔRyx
2ω = Vyx

2ω/Iからスピン

ホール効果の２次成分が見積もられる。この効果は電場と磁場に比例するため、電場と磁場で規

格化した２次の非線形感受率 χyxx = Δρyx
2ω/ExH (Δρyx

2ω = ΔRyx
2ωd, d: 膜厚, Ex: 電流方向の電場)によ

って大きさを評価すると、LSAT基板上では χyxx = 0.017、GdScO3基板とNdGaO3基板上では最大 χyxx 

= 0.1程度の値を示した。後者の値はトポロジカル絶縁体 Bi2Te3が 5 Kで示す値 χyxx = 0.02 [1]を大

きく超えており、SrIrO3 が室

温でも非常に大きな非線形

スピンホール効果を示すこ

とが明らかとなった。SrIrO3

薄膜の反転対称性の破れに

は、基板との界面と格子歪が

重要な役割を果たしている

と考えられる。 
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Fig. 1. (a) Measurement geometry with a current (I) under an in-plane 

magnetic field (H). Second-harmonic signal as a function of angle (φ) 

between I and H for a SrIrO3 film grown on LSAT (001) substrate 

with I = 0.55 mA and H = 10 T. 
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